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(54)【発明の名称】 アクティブマトリックス型有機電界発光表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  アクティブマトリックス型有機ＥＬディスプ
レイ及びその製造方法の提供。
【解決手段】  薄膜トランジスタ１２５、薄膜トランジ
スタ１２５を駆動する金属配線、薄膜トランジスタ１２
５と連結される画素電極１３０及び画素電極１３０上に
形成された発光層１３６を備える絶縁基板１００上に、
画素電極１３０と重ならないように、低反射率と実現す
る物質からなるパターン１０４を形成する。画素電極１
３０以外の領域、即ち非発光領域から外部光が反射され
ることを最少化して高いコントラスト比を具現すること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタを駆動する金属配線と、
前記薄膜トランジスタと連結される画素電極及び前記画
素電極上に形成された発光層を備える基板と、
前記画素電極と実質的に重ならない前記基板上の領域に
形成されたブラックマトリックスと、
を含むアクティブマトリックス型有機電界発光表示装
置。
【請求項２】前記ブラックマトリックスは前記薄膜トラ
ンジスタ及び／または前記金属配線と重なる位置に形成
されている、請求項１に記載のアクティブマトリックス
型有機電界発光表示装置。
【請求項３】前記ブラックマトリックス上に形成された
熱拡散防止層をさらに備える、請求項２に記載のアクテ
ィブマトリックス型有機電界発光表示装置。
【請求項４】前記ブラックマトリックスは金属酸化膜及
び前記金属酸化膜上に積層された金属膜から形成されて
いる、請求項１に記載のアクティブマトリックス型有機
電界発光表示装置。
【請求項５】前記金属酸化膜は、クロム酸化膜、ニッケ
ル酸化膜及び鉄酸化膜からなる群から選択されるいずれ
か１つから形成され、
前記金属膜は、クロム、ニッケル及び鉄からなる群から
選択されるいずれか１つから形成されている、
請求項４に記載のアクティブマトリックス型有機電界発
光表示装置。
【請求項６】基板と、
画素電極領域と実質的に重ならない前記基板上の領域に
形成されたブラックマトリックスと、
前記ブラックマトリックス上に形成され、アクティブパ
ターン、ゲート電極及びソース／ドレーン電極を含む薄
膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタ、ブラックマトリックス及び基板
上に形成された保護膜と、
前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結されるよう
に形成された画素電極と、
前記画素電極に連結された発光層と、
を含むアクティブマトリックス型有機電界発光表示装
置。
【請求項７】前記ブラックマトリックスと前記薄膜トラ
ンジスタとの間に形成された熱拡散防止層をさらに備え
る、
請求項６に記載のアクティブマトリックス型有機電界発
光表示装置。
【請求項８】前記薄膜トランジスタのアクティブパター
ンは、前記ブラックマトリックスのエッジから１μｍ以
上離れた領域に形成されている、請求項６に記載のアク
ティブマトリックス型有機電界発光表示装置。
【請求項９】画素電極領域と実質的に重ならない基板上
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の領域にブラックマトリックスを形成する段階と、
前記ブラックマトリックス上にアクティブパターン、ゲ
ート電極及びソース／ドレーン電極を含む薄膜トランジ
スタを形成する段階と、
前記薄膜トランジスタ、ブラックマトリックス及び基板
上に保護膜を形成する段階と、
前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結される画素
電極を形成する段階と、
前記画素電極上に発光層を形成する段階と、
を含むアクティブマトリックス型有機電界発光表示装置
の製造方法。
【請求項１０】前記薄膜トランジスタを形成する段階前
に、前記ブラックマトリックスを覆う熱拡散防止層を形
成する段階をさらに含む、請求項９に記載のアクティブ
マトリックス型有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１１】前記ブラックマトリックス及び前記基板
上にアクティブ層を蒸着する段階と、
ブラックマトリックスを通じた熱損失を補償することが
できる程度のエネルギーにより前記アクティブ層を結晶
化させる段階と、
前記アクティブ層をパターニングして前記ブラックマト
リックスのエッジから１μｍ以上離れた領域にアクティ
ブパターンを形成する段階と、
を含む方法により、前記薄膜トランジスタのアクティブ
パターンを形成する、請求項９に記載のアクティブマト
リックス型有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１２】前記ブラックマトリックスを金属酸化膜
及び前記金属酸化膜上に積層された金属膜で形成する、
請求項９に記載のアクティブマトリックス型有機電界発
光表示装置の製造方法。
【請求項１３】前記金属酸化膜は、クロム酸化膜、ニッ
ケル酸化膜及び鉄酸化膜からなる群から選択されるいず
れか１つから形成され、
前記金属膜は、クロム、ニッケル及び鉄からなる群から
選択されるいずれか１つから形成されている、
請求項１２に記載のアクティブマトリックス型有機電界
発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタを駆動する金属配線と、
前記薄膜トランジスタと連結される画素電極及び前記画
素電極上に形成された発光層を備える基板と、
前記画素電極が形成された部分と実質的に重ならない前
記基板上の領域に形成された、低反射率を実現する物質
からなるパターンと、
を含むアクティブマトリックス型有機電界発光表示装
置。
【請求項１５】前記パターンはブラックマトリックスで
ある、請求項１４に記載のアクティブマトリックス型有
機電界発光表示装置。
【請求項１６】前記パターンは５％未満の反射率を有す
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る、請求項１４に記載のアクティブマトリックス型有機
電界発光表示装置。
【請求項１７】前記パターンは金属酸化膜及び前記金属
酸化膜上に積層された金属膜から形成される、請求項１
６に記載のアクティブマトリックス型有機電界発光表示
装置。
【請求項１８】基板と、
画素電極領域と実質的に重ならない前記基板上の領域に
形成された低反射率を実現する物質からなるパターン
と、
前記パターン上に形成され、アクティブパターン、ゲー
ト電極及びソース／ドレーン電極を含む薄膜トランジス
タと、
前記薄膜トランジスタ、前記パターン及び基板上に形成
された保護膜と、
前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結されるよう
に形成された画素電極と、
前記画素電極上に形成された発光層とを含むことを特徴
とするアクティブマトリックス型有機電界発光表示装
置。
【請求項１９】前記パターンは５％未満の反射率を有す
る、請求項１８に記載のアクティブマトリックス型有機
電界発光表示装置。
【請求項２０】画素電極領域と実質的に重ならない基板
上の領域に、低反射率を実現する物質からなるパターン
を形成する段階と、
前記パターン上にアクティブパターン、ゲート電極及び
ソース／ドレーン電極を含む薄膜トランジスタを形成す
る段階と、
前記薄膜トランジスタ、前記パターン及び基板上に保護
膜を形成する段階と、
前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結される画素
電極を形成する段階と、
前記画素電極上に発光層を形成する段階と、
を含むアクティブマトリックス型有機電界発光表示装置
の製造方法。
【請求項２１】前記パターンの反射率が５％未満となる
物質で前記パターンを形成する、請求項２０に記載のア
クティブマトリックス型有機電界発光表示装置の製造方
法。
【請求項２２】金属酸化膜及び前記金属酸化膜上に積層
された金属膜で前記パターンを形成する、請求項２１に
記載のアクティブマトリックス型有機電界発光表示装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリッ
クス型有機電界発光（ａｃｔｉｖｅ  ｍａｔｒｉｘ  ｏ
ｒｇａｎｉｃ  ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｔ；ＡＭＯＥＬまたはａｃｔｉｖｅ  ｍａｔｒｉｘ  ｏ
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ｒｇａｎｉｃ  ｌｉｇｈｔ  ｅｍｉｔｔｉｎｇ  ｄｉｏ
ｄｅ；ＡＭＯＬＥＤ）表示装置及びその製造方法に関す
るものであり、より詳細には、表示画面部での反射光を
減少させて高いコントラストが得られるアクティブマト
リックス型有機電界発光表示装置及びその製造方法に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】最近、情報化社会において、電子表示装
置の役割はますます大事になり、各種電子表示装置が多
様な産業分野に広範囲に使用されている。このような電
子表示装置分野は発展を重ねて、多様化した情報化社会
の要求に適合する新しい機能の電子表示装置が続けて開
発されている。
【０００３】一般的に電子装置というものは多様な情報
などを視覚を通じて人間に伝達する装置をいう。即ち、
電子表示装置とは各種電子機器から出力される電気的な
情報信号を人間の視覚により認識可能である光情報信号
へ変換する電子装置であり、人間と電子機器を連結する
架橋的な役割を担当する装置と言える。
【０００４】このような電子表示装置において、光情報
信号が発光現象によって表示される場合には発光型表示
装置（ｅｍｉｓｓｉｖｅ  ｄｉｓｐｌａｙ）と言う。ま
た、反射、散乱、干渉現象などの光変調で表示される場
合には受光型表示装置（ｎｏｎ－ｅｍｉｓｓｉｖｅ  ｄ
ｉｓｐｌａｙ）と言う。能動型表示装置とも言われる前
記発光型表示装置としては、陰極線管（ＣＲＴ）、プラ
ズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、発光ダイオード
（ＬＥＤ）表示装置及びエレクトロルミネセント（ｅｌ
ｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ：ＥＬ）表示装置な
どを挙げることができる。受動型表示装置である前記受
光型表示装置としては、液晶表示装置（ＬＣＤ又はｅｌ
ｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ  ｄｉｓｐｌａｙ：ＥＣ
Ｄ）及び電気泳動表示装置（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅ
ｔｉｃ  ｉｍａｇｅ  ｄｉｓｐｌａｙ：ＥＰＩＤ）など
を挙げることができる。
【０００５】テレビやコンピュータ用モニターなどのよ
うな画像表示装置に使用され一番長い歴史を有する表示
装置である陰極線管（ＣＲＴ）は、表示品質及び経済性
などの面で一番高い占有率を有しているが、大きい重
量、大きい容積及び高い消費電力などの問題点を有して
いる。
【０００６】しかし、半導体技術の急速な進歩によって
各種電子装置の固体化、低電圧及び低電力化と共に電子
機器の小型及び軽量化に従って新しい環境に適合する電
子表示装置、即ち薄くて軽くかつ低い駆動電圧及び低い
消費電力の特性を備えた平板型表示装置に対する要求が
急激に増大している。
【０００７】このような平板表示装置の一つとして、エ
レクロトルミネセント（ＥＬ）素子を用いたＥＬ表示装
置（別名ＬＥＤ表示装置）が注目されている。ＥＬ素子
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は使用する材質により、無機ＥＬ素子と有機ＥＬ素子に
分けられる。
【０００８】一般に、無機ＥＬ素子とは、発光部に高い
電界を印加して電子を高い電界中で加速し、発光中心に
衝突させ、これにより発光中心を励起することにより発
光する素子をいう。
【０００９】有機ＥＬ素子とは、カソード電極とアノー
ド電極から各々電子と正孔とを発光部内に注入させ、注
入された電子と正孔が結合して励起子を生成し、この励
起子が励起状態から基底状態に低下する時発光する素子
をいう。
【００１０】前記のような動作原理により無機ＥＬ素子
は１００～２００Ｖの高い駆動電圧を必要とする。一
方、有機ＥＬ素子は５～２０Ｖ程度の低い電圧で駆動す
ることができるという長所があるために、これに対する
研究がさらに活発に進行されている。また、有機ＥＬ素
子は広い視野角、高速応答性、高コントラストなど優れ
た特徴を有している。
【００１１】有機ＥＬ表示装置はアクティブマトリック
ス型表示装置とパッシブマトリックス型表示装置の両方
に適用することができる。アクティブマトリックス型有
機ＥＬ（ＡＭＯＬＥＤ）表示装置は薄膜トランジスタの
ようなスイッチング素子により、複数個の画素に対応す
る有機ＥＬ素子を互いに独立的に駆動させる表示装置で
ある。
【００１２】図１は、従来のアクティブマトリックス型
有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【００１３】図１に示すように、ガラス、石英、サファ
イアのような絶縁基板１０上にシリコン酸化物からなる
遮断膜１２が形成される。前記遮断膜１２は省略するこ
とができるが、後続の非晶質シリコン膜の結晶化の間
に、前記絶縁基板１０内の各種不純物がシリコン膜に浸
透することを防止するために使用することが望ましい。
【００１４】前記遮断膜１２上にはアクティブパターン
１４、ゲート絶縁膜１６、ゲート電極１８、層間絶縁膜
２０及びソース／ドレーン電極２６、２８からなった薄
膜トランジスタ３０が形成される。
【００１５】前記薄膜トランジスタ３０を含む絶縁基板
１０の全面に保護膜３２が形成される。前記保護膜３２
上にはビアホール３４を通じて前記ソース／ドレーン電
極２６、２８のうちの一つ、例えば、ドレーン電極２８
と連結される画素電極３６が形成される。インジウムテ
ィンオキサイド（ＩＴＯ）又はインジウムジンクオキサ
イド（ＩＺＯ）のような透明導電膜からなった画素電極
３６は有機ＥＬ素子５０のアノード電極となる。
【００１６】前記画素電極３６を含む保護膜３２上に
は、画素電極３６の一部分を露出させる開口部４２を有
する有機絶縁膜４０が形成される。前記開口部４２上に
は、発光層４４が形成され、その上に背面発光のための
金属電極４６が有機ＥＬ素子５０のカソード電極として
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形成される。
【００１７】上述した従来の有機ＥＬ表示装置による
と、有機ＥＬ素子５０で発生した光が、その下部の薄膜
トランジスタ３０が形成された基板１０を通じて外部に
放出される。従って、薄膜トランジスタ３０が形成され
た基板１０が表示画面側に配置されるので、表示画面に
入射される外部の自然光が薄膜トランジスタ３０、前記
薄膜トランジスタ３０を駆動するための金属配線及び有
機ＥＬ素子５０の金属電極４６から反射され、使用者が
眩しさを感じる。また、オフ状態でも反射光が存在して
ブラックを具現することが困難になる。
【００１８】このような問題を解決するために、円偏光
板を付着する方法が提案されている。しかしこの場合、
前記円偏光板自体が発光層から放出された光の一部を遮
断することにより、輝度が６０％程度減少される問題が
発生する。また、有機ＥＬ素子のカソード電極を低反射
膜に形成する方法が提案されている。この場合、発光さ
れた光の５０％程度のみが外部に放出されるために、光
損失が発生するだけでなく、薄膜トランジスタと金属配
線から反射される光が依然存在することになる。
【００１９】このように、アクティブマトリックス型有
機ＥＬ表示装置は開口率が低く、金属配線の数が多くて
非発光面積の大部分を金属配線が占めるので、高いコン
トラストを得るためには、薄膜トランジスタ及び金属配
線からの反射光を減少させなければならない。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、非発
光面積での反射光を減少させ、高コントラストを得るこ
とができるアクティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置
を提供することにある。
【００２１】本発明の他の目的は、非発光面積での反射
光を減少させ、高いコントラストを得ることができるア
クティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置の製造方法を
提供することにある。
【００２２】
【発明の解決するための手段】上述した目的を達成する
ための本発明は、薄膜トランジスタと、  前記薄膜トラ
ンジスタを駆動する金属配線と、前記薄膜トランジスタ
と連結される前記画素電極及び前記画素電極上に形成さ
れた有機電界発光層（以下、単に発光層）を備える基板
と、前記画素電極と実質的に重ならない前記基板上の領
域に形成されたブラックマトリックスとを含むアクティ
ブマトリックス型有機電界発光表示装置を提供する。
【００２３】上述した他の目的を達成するための本発明
は、基板と、前記基板上の画素電極領域と実質的に重な
らない基板上の領域に形成されたブラックマトリックス
と、前記ブラックマトリックス上に形成され、アクティ
ブパターン、ゲート電極及びソース／ドレーン電極を含
む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ、ブラッ
クマトリックス及び基板上に形成された保護膜と、前記
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7
保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結されるように形
成された画素電極と、前記画素電極に連結された発光層
とを備える。
【００２４】上述した他の目的を達成するための本発明
は、薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを駆動
する金属配線と、前記薄膜トランジスタと連結される画
素電極及び前記画素電極上に形成された発光層を備える
基板と、前記画素電極と実質的に重ならない前記基板上
の領域に形成された低反射率の物質からなるパターンと
を含む。
【００２５】また、上述した他の目的を達成するための
本発明は、基板と、画素電極領域と実質的に重ならない
前記基板上の領域に形成された低反射率の物質からなる
パターンと、前記低反射率を実現する物質からなるパタ
ーン上に形成され、アクティブパターン、ゲート電極及
びソース／ドレーン電極を含む薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタ、前記パターン及び基板上に形成さ
れた保護膜と、前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと
連結されるように形成された画素電極と、前記画素電極
上に形成された発光層とを備える。
【００２６】また、上述した他の目的を達成するための
本発明は、画素電極領域と実質的に重ならない前記基板
上の領域にブラックマトリックスを形成する段階と、前
記ブラックマトリックス上にアクティブパターン、ゲー
ト電極及びソース／ドレーン電極を含む薄膜トランジス
タを形成する段階と、前記薄膜トランジスタ、ブラック
マトリックス及び基板上に保護膜を形成する段階と、前
記保護膜上に薄膜トランジスタと連結される画素電極を
形成する段階と、前記画素電極上に発光層を形成する段
階とを備える。
【００２７】また、上述した他の目的を達成するための
本発明は、画素電極領域と実質的に重ならない前記基板
上の領域に低反射率を実現する物質からなるパターンを
形成する段階と、前記パターン及び前記基板上にアクテ
ィブパターン、ゲート電極及びソース／ドレーン電極を
含む薄膜トランジスタを形成する段階と、前記薄膜トラ
ンジスタ、前記パターン及び基板上に保護膜を形成する
段階と、前記保護膜上に前記薄膜トランジスタと連結さ
れる画素電極を形成する段階と、前記画素電極上に発光
層を形成する段階とを備える。
【００２８】本発明によると、ブラックマトリックスの
ように反射率が低い物質からなるパターンを、画素電極
領域と重ならないように基板上に形成して、画素電極以
外の領域、即ち、非発光領域から外部光が反射されるこ
とを最少化することができる。従って、オフ状態でもブ
ラックを表示し、コントラスト比を高めることができ
る。
【００２９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の望
ましい一実施形態をより詳細に説明する。
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【００３０】図２は本発明によるアクティブマトリック
ス型の有機電界発光（ＥＬ／ＬＥＤ、以下ＥＬという）
表示装置の断面図である。
【００３１】図２に示すように、ガラス、石英、サファ
イアのような絶縁基板１００上の画素電極が形成される
領域を除外した領域に低反射率の物質からなるパター
ン、望ましくはブラックマトリックス１０４が形成され
る。外部光の反射を防止するために５％未満の低い反射
率を実現する物質、望ましくは３～４％の低い反射率を
実現する物質で前記ブラックマトリックス１０４を形成
すると、コントラスト比が高まり好適である。望ましく
は、前記ブラックマトリックス１０４は、ＣｒＯｘ、Ｎ
ｉＯｘ又はＦｅＯｘのような金属酸化膜１０１及びＣ
ｒ、Ｎｉ又はＦｅのような金属膜１０２の積層構造で形
成する。一般に、ＣｒＯｘ、ＮｉＯｘ又はＦｅＯｘのよ
うな金属酸化膜１０１は、約５０％の光を透過し、残り
の光を反射する特性を有する。従って、前記金属酸化膜
１０１上に比較的反射率が高い金属膜１０２を積層する
と、前記ブラックマトリックス１０４に入射される光が
相殺干渉を起こし、反射率が５％未満に低下する。ま
た、前記ブラックマトリックス１０４は５％未満の低い
反射率を有する不透明な物質からなる単一層で形成する
こともできる。
【００３２】前記ブラックマトリックス１０４を含む絶
縁基板１００の全面にはシリコン酸化物からなる熱拡散
防止層１０６が形成される。前記熱拡散防止層１０６は
薄膜トランジスタのアクティブ層を結晶化させる間に、
前記ブラックマトリックス１０４の金属膜１０２へ熱が
放出されることを防止する役割を有する。
【００３３】前記熱拡散防止層１０６上には、アクティ
ブパターン１０８、ゲート絶縁膜１１０、ゲート電極１
１２、層間絶縁膜１１４及びソース／ドレーン電極１２
０、１２２からなる薄膜トランジスタ１２５が形成され
る。前記ソース／ドレーン電極１２０、１２２は、層間
絶縁膜１１４を貫通するコンタクトホール１１６、１１
８を通じて各々、アクティブパターン１０８内のソース
／ドレーン領域（図示せず）とコンタクトされる。望ま
しくは、前記アクティブパターン１０８は、均一な薄膜
トランジスタ特性を得るために、ブラックマトリックス
１０４のエッジから１μｍ以上離れた領域に形成する。
【００３４】前記ソース／ドレーン電極１２０、１２２
及び層間絶縁膜１１４上にはシリコン窒化物のような無
機絶縁物質からなる保護膜１２６が形成される。保護膜
１２６上にはビアホール１２８を通じてソース／ドレー
ン電極１２０、１２２のうちの一つ、例えば、ドレーン
電極１１８と連結される画素電極１３０が形成される。
ＩＴＯ又はＩＺＯのような透明導電膜からなる画素電極
１３０は、有機ＥＬ素子１４０のアノード電極として用
いられる。
【００３５】保護膜１２６上には画素電極１３０の一部



(6) 特開２００３－２４９３７０

10

20

30

40

50

9
分を露出させる開口部１３４を有する有機絶縁膜１３２
が形成される。前記開口部１３４上には有機電界発光層
（以下、単に発光層）１３６が形成され、その上に背面
発光のための金属電極１３８が有機ＥＬ素子１４０のカ
ソード電極として形成される。
【００３６】以下、上述した構造を有する本発明のアク
ティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置の製造方法を説
明する。ここでは、７インチディスプレイを製造する場
合を例に取り、説明する。
【００３７】図３乃至図７は、図２に示したアクティブ
マトリックス型有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明する
ための断面図である。
【００３８】図３に示すように、ガラス、石英、サファ
イアのような絶縁基板１００上に不透明絶縁物質、例え
ば、ＣｒＯｘ、ＮｉＯｘ又はＦｅＯｘのような金属酸化
膜１０１を約５００Åの厚さに蒸着した後、その上に反
射率が高いＣｒ、Ｎｉ又はＦｅのような金属膜１０２を
約１０００Åの厚さに蒸着する。
【００３９】続いて、フォトリソグラフィ工程により前
記金属膜１０２及び金属酸化膜１０１をパターニングし
て絶縁基板１００上の画素電極が形成される領域を除外
した領域に低反射率を実現する物質からなるパターン、
望ましくはブラックマトリックス１０４を形成する。
【００４０】図４に示すように、前記ブラックマトリッ
クス１０４を含む絶縁基板１００の全面にシリコン酸化
物をプラズマ－励起化学気相蒸着（Ｐｌａｓｍａ－ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ  ｃｈｅｍｉｃａｌ  ｖａｐｏｒ  ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ；ＰＥＣＶＤ）方法により約２０００Å
の厚さに蒸着して熱拡散防止層１０６を形成する。前記
熱拡散防止層１０６は後続工程でアクティブ層を結晶化
させる間に、ブラックマトリックス１０４の金属膜１０
２に熱が放出されることを防止する役割を有する。
【００４１】前記熱拡散防止層１０６上に非晶質シリコ
ン膜を低圧化学気相蒸着（ｌｏｗｐｒｅｓｓｕｒｅ  Ｃ
ＶＤ；ＬＰＣＶＤ）又はＰＥＣＶＤ方法により約５００
Åの厚さに蒸着してアクティブ層１０７を形成した後、
レーザアニーリングを実施して前記アクティブ層１０７
を多結晶シリコンに結晶化させる。この時、前記ブラッ
クマトリックス１０４を通じた熱損失を補償することが
できる程度の高エネルギー、例えば、４４０～４５０ｍ
Ｊ／ｃｍ2のエネルギーによりレーザアニーリングを実
施すると、同一の大きさのグレインを有する多結晶シリ
コン膜を得ることができる。
【００４２】図５に示すように、フォトリソグラフィ工
程により前記多結晶シリコンからなるアクティブ層１０
７をパターニングして単位画素内の薄膜トランジスタ領
域にアクティブパターン１０８を形成する。この時、前
記多結晶シリコンからなるアクティブ層１０７は、ブラ
ックマトリックス１０４のエッジ部近傍とその他の部分
では、それぞれ相異する大きさのグレインを有する。具
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体的には、アクティブ層１０７は、ブラックマトリック
ス１０４のエッジ部から１μｍ以上離れた領域では均一
な大きさのグレインを有する。従って、ブラックマトリ
ックス１０４のエッジから１μｍ以上離れた領域にアク
ティブパターン１０８を形成すると、均一な薄膜トラン
ジスタ特性を得ることができる。
【００４３】続いて、前記アクティブパターン１０８及
び熱拡散防止層１０６上にシリコン酸化物をＰＥＣＶＤ
方法により１０００Å～２０００Åの厚さに蒸着してゲ
ート絶縁膜１１０を形成する。前記ゲート絶縁膜１１０
上にゲート膜として、例えば、アルミニウム－ネオジウ
ム（ＡｌＮｄ）をスパッタリングにより約３０００Åの
厚さに蒸着した後、フォトリソグラフィ工程により前記
ゲート膜をパターニングする。そうすると、第１方向に
延びるゲートライン（図示せず）と前記ゲートラインか
ら分岐した薄膜トランジスタのゲート電極１１２が形成
される。
【００４４】ここで、上述したゲート膜のパターニング
工程時に使用されるフォトマスクを利用して不純物イオ
ン注入を実施することにより、アクティブパターン１０
８の両側表面に薄膜トランジスタのソース／ドレーン領
域（図示せず）を形成する。
【００４５】次いで、前記ソース／ドレーン領域のドー
ピングされたイオンを活性化させ、シリコン層の損傷を
キュアリングするために、レーザアニーリング又はファ
ーネスアニーリングを実施する。その後、図６に示すよ
うに、結果物の全面にシリコン窒化物を約８０００Åの
厚さに蒸着し、層間絶縁膜１１４を形成する。
【００４６】続いて、フォトリソグラフィ工程により前
記層間絶縁膜１１４をエッチングし、前記ソース／ドレ
ーン領域を露出させるコンタクトホール１１６、１１８
を形成する。前記コンタクトホール１１６、１１８及び
層間絶縁膜１１４上にデータ膜として、例えば、モリタ
ングステン（ＭｏＷ）又はアルミニウム－ネオジウム
（ＡｌＮｄ）を約３０００Å～６０００Åの厚さに蒸着
した後、フォトリソグラフィ工程により前記データ膜を
パターニングする。そうすると、前記第１方向と直交す
る第２方向に延びるデータライン（図示せず）及び直流
信号ライン（Ｖｄｄ）、また前記コンタクトホール１１
６、１１８を通じてソース／ドレーン領域と各々コンタ
クトされるソース／ドレーン電極１２０、１２２が形成
される。
【００４７】上述した工程を通じて、アクティブパター
ン１０８、ゲート絶縁膜１１０、ゲート電極１１２及び
ソース／ドレーン電極１２０、１２２により構成された
薄膜トランジスタ１２５が形成される。
【００４８】図７に示すように、前記薄膜トランジスタ
１２５を含む層間絶縁膜１１４上にシリコン窒化物を約
２０００Å～３０００Åの厚さに蒸着し、保護膜１２６
を形成する。続いて、フォトリソグラフィ工程により前
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記保護膜１２６をエッチングしてソース／ドレーン電極
１２０、１２２のうちの一つ、例えば、ドレーン電極１
２２を露出させるビアホール１２８を形成する。
【００４９】前記ビアホール１２８及び保護膜１２６上
にＩＴＯ又はＩＺＯのような透明導電膜を蒸着し、これ
をフォトリソグラフィ工程によりパターニングすること
により、前記ビアホール１２８を通じて薄膜トランジス
タ１２５のドレーン電極１２２と連結される画素電極１
３０を形成する。前記画素電極１３０は有機ＥＬ素子１
４０のアノード電極として用いられる。
【００５０】続いて、図２に示したように、前記画素電
極１３０及び保護膜１２６上に有機絶縁膜１３２を形成
した後、露光及び現像工程で前記画素電極１３０の一部
分を露出させる開口部１３４を形成する。
【００５１】その後、前記開口部１３４上に正孔輸送層
（ｈｏｌｅ  ｔｒａｎｓｆｅｒ  ｌａｙｅｒ；ＨＴＬ）
（図示せず）、発光層１３６、電子輸送層（ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ  ｔｒａｎｓｆｅｒ  ｌａｙｅｒ；ＥＴＬ）（図
示せず）を順に形成する。その後、結果物の全面に有機
ＥＬ素子１４０のカソード電極として用いられる金属電
極１３８を形成する。
【００５２】図８は本発明の第１実施形態によるアクテ
ィブマトリックス型有機ＥＬ表示装置の平面図である。
【００５３】図８に示すように、ゲートライン（ｇ
１）、データライン（ｄ１）及び電源供給線（Ｖｄｄ
１）の三つの配線により限定された各々の画素領域毎に
一つの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、一つのキャパシタ
（図示せず）及び有機ＥＬ素子を有する画素が配列され
る。前記電源供給線（Ｖｄｄ１）は全ての画素に同一の
共通電圧（Ｖｄｄ）を印加して駆動用薄膜トランジスタ
を駆動するに必要である基準電圧を提供する。
【００５４】このように、三つの配線により画素領域が
限定されるアクティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置
において、画素電極２００は全体パネル面積の４０％程
度を占める。従って、基板上の画素電極領域２００を除
外した全面、即ち薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の下部及
び三つの配線（ｇ１、ｄ１、Ｖｄｄ１）の下部にブラッ
クマトリックス３００のような低反射率の物質からなる
パターンを形成すると、画素電極領域２００以外の部
分、即ち、非発光部分での外部光反射を最少化し、オフ
状態でブラックを具現する。
【００５５】図９は、本発明の第２実施形態によるアク
ティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置の平面図であ
る。
【００５６】図９に示すように、二つのゲートライン
（ｇ１、ｇ２）、データライン（ｄ１）及び電源供給線
（Ｖｄｄ１）の四つの配線により限定された各々の画素
領域毎に一つの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、一つ以上
のキャパシタ（図示せず）及び有機ＥＬ素子を含む画素
が配列される。 *
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*【００５７】このように、四つの配線により画素領域が
限定されるアクティブマトリックス型有機ＥＬ表示装置
では、画素電極が占める面積がさらに減少され、画素電
極領域２００は全体パネル面積の２０％程度となる。従
って、基板上の画素電極領域２００を除外した全面、即
ち、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の下部及び四つの配線
（ｇ１、ｇ２、ｄ１、Ｖｄｄ１）の下部にブラックマト
リックス３００のような低反射率の物質からなるパター
ンを形成すると、画素電極領域２００以外の部分、即
ち、非発光部分での外部光反射を最少化し、オフ状態で
ブラックを具現することができる。
【００５８】上述した実施形態では、薄膜トランジスタ
の下部及び金属配線の下部にブラックマトリックスを形
成した場合を示したが、必要によって画素電極も低反射
金属に形成して反射光を最少化することができる。しか
し、この場合には、発光層から放出された光の５０％以
上を損失する問題がある。
【００５９】以上、本発明の実施例によって詳細に説明
したが、本発明はこれに限定されず、本発明が属する技
術分野において通常の知識を有するものであれば本発明
の思想と精神を離れることなく、本発明を修正または変
更できるであろう。
【００６０】
【発明の効果】本発明によると、基板上の画素電極領域
を除外した領域にブラックマトリックスのような反射率
が低い物質からなるパターンを形成して画素電極以外の
領域、即ち非発光領域から外部光が反射されることを最
少化するので、高いコントラスト比を具現することがで
きる。従って、開口率が低い場合にもオフ状態でブラッ
クを十分に具現することができ、発光層から発光された
光の損失を最少化することができる。
【００６１】また、高価な偏光板を使用しないので、輝
度増加と製造原価を節減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  従来のアクティブマトリックス型有機ＥＬ表
示装置の断面図である。
【図２】  本発明によるアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の断面図である。
【図３】  図２に示したアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図４】  図２に示したアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図５】  図２に示したアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図６】  図２に示したアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図であ
る。
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【図７】  図２に示したアクティブマトリックス型有機
ＥＬ表示装置の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図８】  本発明の第１実施形態によるアクティブマト
リックス型有機ＥＬ表示装置の平面図である。
【図９】  本発明の第２実施形態によるアクティブマト
リックス型有機ＥＬ装置の平面図である。
【符号の説明】
１００    絶縁基板
１０１    金属酸化膜
１０２    金属膜
１０４、３００    ブラックマトリックス
１０６    熱拡散防止層
１０８    アクティブパターン *
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*１１０    ゲート絶縁膜
１１２    ゲート電極
１１４    層間絶縁膜
１１６、１１８    コンタクトホール
１２０、１２２    ソース／ドレーン電極
１２５    薄膜トランジスタ
１２６    保護膜
１２８    ビアホール
１３０、２００    画素電極
１３２    有機絶縁膜
１３４    開口部
１３６    有機電界発光層
１３８    金属電極
１４０    有機電界発光素子

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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